SS 125

Verwendung: Mittelschneller Silizium-npn-
Planar-Epitaxie-Schalttransistor fiir die Ver-
wendung in elektronischen Dalenverarbei-
tungsanlagen bei Umgebungstemperaturen
#a von —40 °C bis +125°C

—

Abmessungen: Bauform B 3/25 — 3q,
TGL 11 811

Kollektor am Gehdause

Masse == 1
Zulassige Hochstwerte giiltig bis #jmax
UcBe = 30V Ptot = 600 mW
Ucke = 25V bei #g = 25 0oC
UgBo = 5V Piot = 25W
lc = 500 mA bheji ¢ = 250
bei tav = 20 ms s = 175 oC
e = 250 mA
Wérmewiderstand Rtnja = 250 “%;!—
Rthjc = 60 g\rmd
Kennwerte fiir #a = 25°C -5 grd
Min. ‘ Typ | Max. ‘ MeBbedingungen fﬁi‘i?é}uum.
1 EI‘IJEE&I‘!
Reststréme
lcBe J | ‘ 25 nA lUca=20V ‘
Durchbruchspannung
U(sr)ces | 5V | | fc = 50 mA |
Spannungen
Uce BEVRY, ilc=5,uA l
Ues 5V ‘ e =5 pA |
Gleichstromverstérkung
B . ‘13 }as | Uce = 1V, lc = 400 mA A
29 | 55 (Messung erfolgt im- B

.45 88 pulsmélig) Cc
Ubergangsfrequenz
fr Uce =12V, Ic = 50 mA, |

IB'C)I'w!Hz: | ‘
| |

f =15 MHz

Bestellbeispiel fiir einen Transistor
der Stromverstirkungsgruppe A
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Transistor SS 125



